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【57】申請專利範圍
1.　一種電子裝置，包括：
封裝基板，具有晶片側及相對於所述晶片側的外側，且提供：

      第一訊號傳輸對，包括兩個第一訊號傳輸結構，其中所述兩個第一訊號傳輸結構的每
一者包括第一晶片側縱向段、第一外側縱向段以及連接於所述第一晶片側縱向段與所述

第一外側縱向段的第一中間段；

      第二訊號傳輸對，鄰近所述第一訊號傳輸對，且包括兩個第二訊號傳輸結構，其中所
述兩個第二訊號傳輸結構的每一者包括第二晶片側縱向段、第二外側縱向段以及連接於

所述第二晶片側縱向段與所述第二外側縱向段的第二中間段，且所述第一晶片側縱向段

與所述第二晶片側縱向段的重疊長度為 L，所述第一訊號傳輸對與所述第二訊號傳輸對
的橫向間距為 P，且 0.1＜ L/P＜ 0.38；
半導體晶片，接合於所述封裝基板的所述晶片側且電連接所述第一訊號傳輸對與所述第

二訊號傳輸對。

2.　如請求項 1所述的電子裝置，其中所述第一訊號傳輸對與所述第二訊號傳輸對的所述橫
向間距為所述兩個第一訊號傳輸結構的所述第一晶片側縱向段的中線至所述兩個第二訊

號傳輸結構的所述第二晶片側縱向段的中線之間的距離。

3.　如請求項 1所述的電子裝置，其中所述第一晶片側縱向段的延伸方向平行所述第二晶片
側縱向段的延伸方向。

4.　如請求項 1所述的電子裝置，其中所述封裝基板更包括位於所述晶片側的多個晶片接合
墊與位於所述外側的多個外側接合墊。

5.　如請求項 4所述的電子裝置，其中所述晶片接合墊的間距小於所述外側接合墊的間距。
- 10090 -



6.　如請求項 4所述的電子裝置，其中所述兩個第一訊號傳輸結構在所述晶片側連接所述晶
片接合墊中的兩個晶片接合墊，且在所述外側連接所述外側接合墊中的兩個外側接合墊。

7.　如請求項 6所述的電子裝置，其中所述兩個第一訊號傳輸結構的間距等於所述兩個晶片
接合墊的間距。

8.　如請求項 4所述的電子裝置，其中所述兩個第二訊號傳輸結構在所述晶片側連接所述晶
片接合墊中的兩個晶片接合墊，且在所述外側連接所述外側接合墊中的兩個外側接合墊。

9.　如請求項 4所述的電子裝置，更包括多個晶片接合件，所述半導體晶片透過所述晶片接
合件接合至所述晶片接合墊。

10.   如請求項 1所述的電子裝置，其中所述第一訊號傳輸對與所述第二訊號傳輸對其中一者
傳遞傳送訊號，另一者傳遞接收訊號。

11.   如請求項 1所述的電子裝置，其中所述第一晶片側縱向段的間距小於所述第一外側縱向
段的間距。

12.   如請求項 1所述的電子裝置，其中所述第二晶片側縱向段的間距小於所述第二外側縱向
段的間距。

13.   如請求項 1所述的電子裝置，其中所述封裝基板包括多層導電佈線層以及多層導電貫孔
層，所述導電佈線層與所述導電貫孔層交替設置並建立所述第一訊號傳輸對與所述第二

訊號傳輸對。

14.   如請求項 13所述的電子裝置，其中所述第一晶片側縱向段由所述導電佈線層中鄰近所述
晶片側的M層與所述導電貫孔層中鄰近所述晶片側的M層建立，且M為正整數。

15.   如請求項 14所述的電子裝置，其中所述第二晶片側縱向段由所述導電佈線層中鄰近所述
晶片側的 N層與所述導電貫孔層中鄰近所述晶片側的 N層建立，且 N為正整數。

16.   如請求項 15所述的電子裝置，其中M不等於 N。
17.   如請求項 15所述的電子裝置，其中M等於 N。
18.   如請求項 1所述的電子裝置，更包括多個外側接合件，設置於所述封裝基板的所述外側。
19.   如請求項 1所述的電子裝置，更包括蓋體，接合於所述封裝基板，且所述半導體晶片包

封於所述封裝基板與所述蓋體之間。

20.   如請求項 19所述的電子裝置，更包括介面材料，設置於所述半導體晶片與所述蓋體之
間。

圖式簡單說明

圖 1為根據本揭露一些時實施例的電子裝置的剖面示意圖。
圖 2為根據本揭露一些實施例的封裝基板提供的訊號傳輸結構的示意圖。
圖 3為根據本揭露一些實施例的第一訊號傳輸對與第二訊號傳輸對的示意圖。
圖 4為根據本揭露一些實施例的第一訊號傳輸對與第二訊號傳輸對的晶片側縱向段的示意圖。
圖 5為根據本揭露一些實施例的第一訊號傳輸對與相鄰的兩個第二訊號傳輸對的晶片側縱向
段的示意圖。

圖 6為根據本揭露一些實施例的相鄰三個訊號傳輸對的晶片側縱向段的示意圖。
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